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In folgender Tabelle sind einige der wichtigsten Multichip-Bauteile aufgefihrt:

Typ

Gehéuse

Kurzbeschreibung (Funktion)

M

101D

DIP 16-polig

M 101 D ist ein Silizium-Epitaxial-Planar-Diodenarray, bestehend aus 16 Dio-
den. Speziell fur Kerntreiber-Anwendungen geeignet.

104D

JEDEC TO 91

M 104 D ist ein Silizium-Epitaxial-Planar-Diodenarray, bestehend aus 16 Dio-
den. Speziell fur Kerntreiber-Anwendungen geeignet.

113D

IEDECTO 116

M 113 D ist ein Silizium-Epitaxial-Planar-Diodenarray, bestehend aus 15 Dio-
den, das als BCD/Dezimal Dekoder geschaltet ist.

100 M

JEDECTO 116

M 100 M ist eine Dioden-Auswahlschaltung mit einer Transistortreiberstufe
fur den speziellen Einsatz im Kleinrechner, bestehend aus drei Transistoren
und zehn Dioden.

101 M

JEDECTO 116

M 101 M ist eine Dual-Dioden Auswahlschaltung mit Transistortreiberstufen
fur den speziellen Einsatz im Kleinrechner, bestehend aus sechs Transistoren
und acht Dioden.

1027

DIP 16-polig

M 102 T besteht aus funf NPN-Silizium-Epitaxial-Universaltransistoren und
einer Universaldiode.

Durch die getrennt herausgefithrten Anschliisse der einzelnen Transistoren
ist M 102 T vielseitig verwendbar.

M 102 T ist komplementar zu M 128 T.

104T

JEDECTO 116

M 104 T besteht aus vier NPN-Silizium-Epitaxial-Transistoren fiir Stréme bis
800 mA. Durch die getrennt herausgefiihrten Anschlisse der einzelnen
Transistoren ist M 104 T universell verwendbar, z. B. als 4-fach Leistungs-
treiber, -NF-Verstérker, -Relaistreiber usw.

105T

DIP 16-polig

M 105 T ist ein Vielfach-Transistor-Dioden-Bauteil, Speziell fiir Servomotor-
Steuerung.

106 T

JEDECTO 116

M 106 T ist ein Transistor-Dioden-Vielfachbauteil bestehend aus sechs NPN-
Silizium-Epitaxial-Planar-Universaltransistoren und zwei Silizium-Planar-Uni-
versaldioden.

108 T

DIP 16-polig

NPN-Silizium-Planar-Epitaxial-Transistoren.

M 108 T besteht aus sieben Universaltransistoren, fir Kollektorstréme bis
100 mA. Durch die getrennt herausgefilhrten Anschlisse der einzelnen Tran-
sistoren ist M 108 T vielseitig verwendbar. M 108 T ist komplementar zu
M109T.

109T

DIP 16-polig

PNP-Silizium-Planar-Epitaxial-Transistoren.

M 109 T besteht aus sieben Universaltransistoren, fur Kollektorstrome bis
100 mA. Durch die getrennt herausgefiihrten Anschliisse der einzelnen Tran-
sistoren ist M 109 T vielseitig verwendbar.

M 109 T ist komplementar zu M 108 T,

121T

JEDECTO 116

NPN-Silizium-Planar-Epitaxial-Transistoren.

M 121 T besteht aus sechs Universaltransistoren fir Stréme bis 100 mA.
Durch die getrennt herausgefiihrten Anschliisse der einzelnen Transistoren
ist M 121 T vielseitig verwendbar.

1237

JEDECTO 116

M 123 T ist ein Vielfach-Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fir Anwen-
dungen als schneller Schalter bis 1 A, z. B. als Kerntreiber.

=L

1247/
139T

JEDECTO 116

NPN-Silizium-Planar-Epitaxial-Transistoren.

M 124 T und M 139 T bestehen jeweils aus fiunf NPN-Universaltransistoren
fur Strome bis 100 mA. Durch die getrennt herausgefihrten Anschliisse der
einzelnen Transistoren sind diese Bauteile vielseitig verwendbar. M 139 T
ist komplementér zu M 140 T.

128 T

DIP 16-polig

M 128 T besteht aus finf PNP-Silizium-Epitaxial-Universaltransistoren und
einer Universaldiode. Durch die getrennt herausgefiihrten Anschliisse der
einzelnen Transistoren ist M 128 T vielseitig verwendbar.

M 128 T ist komplementar zu M 102 T.

134T

JEDECTO 86

Vierfach-Silizium-NPN-Epitaxial-Planar-Transistor fir Anwendungen als
schneller Schalter bis 1 A.

JEDECTO 116

M 140 T besteht aus fiinf PNP-Universaltransistoren fiir Stréme bis 100 mA.
Durch die getrennt herausgefithrten Anschliisse der einzelnen Transistoren
ist M 140 T vielseitig verwendbar.

M 140 T ist komplementdr zu M 139 T.
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